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Beschreibung 

Halbleiterstruktur mit kompensiertem Widerstand im LDD- 
Bereich und Verfahren zu deren Herstellung 

Die vorliegende Erfindung bezieht sich auf eine Halbleiter- 
struktur mit einem kompensiertem Widerstand in einem LDD- 
Bereich und auf ein Verfahren zur Herstellung derselben, ins- 
besondere auf eine Halbleiterstruktur mit einem kompensiertem 
Widerstand in einem LDD-Bereich. Die vorliegende bezieht sich 
insbesondere auf MOS-Transistoren (MOS = Metal Oxid Semicon- 
ductor = Metall Oxid Halbleiter) bei denen zwischen einem 
Source-Bereich und einem Drain-Bereich ein leicht dotierter 
Drain-Bereich vorgesehen ist, der als LDD-Bereich bezeichnet 
wird (LDD = Lightly Doped Drain = leicht dotierter Drain- 
Bereich) . Insbesondere bezieht sich die vorliegende Erfindung 
auf LDMOS-Transistoren und deren Herstellung (LDMOS = Lateral 
Diffused MPS = lateral dif f undierter MOS) . 

Bei MOS-Transistoren fur Hochleistungsanwendungen oder bei 
LDMOS-Transistoren fur Hochf requenz-Leistungsanwendungen wird 
zwischen der Gate-Struktur und dem Drain-Bereich der LDD- 
Bereich erzeugt, z.B. durch eine Implantation. Bei LDMOS- 
Transistoren wird vor der Erzeugung des Source-Bereichs auf 
der Source-Seite des Gates die erf orderliche Kanalimplantati- 
on eingebracht, die dann in einem nachf olgenden Temperatur- 
schritt unter die Gate-Struktur diffundiert wird. 

Vorzugsweise wird bei LDMOS-Transistoren fur Hochf requenz- 
Leistungsanwendungen auf der dem Drain-Bereich zugewandten 
Seite der Gate-Struktur ein langerer, n-dotierter LDD-Bereich 
implantiert. Es wird stets versucht, das Verhalten (Perfor- 
mance) eines solchen LDMOS-Transistors zu verbessern. Eine 
Verbesserung des Verhaltens wird beispielsweise durch einen 
Anstieg der Durchbruchsspannung oder durch eine Verbesserung 
der Hochf requenz-Eigenschaf ten erreicht, beispielsweise durch 
Abschirmung der Gate-Struktur gegenuber dem Drain-Bereich. Urn 



200113375 



2 



dies zu erreichen, wird im Stand der Technik vorgeschlagen, 
in dem n-dotierten LDD-Bereich ein flaches, vergrabenes Ge- 
biet mit einer p-Dotierung zu implantieren . Dies wird bei- 
spielsweise von H. Soderbarg, u.a. in ^Integration of a Novel 
High-Voltage Giga-Hertz DMOS Transistor into a Standard CMOS 
Process", IEEE I EDM Washington 1995, Seiten 975-978 und von 
E. Gebara, u.a. in „Output Power Characteristics of High Vol- 
tage LDMOS Transistors", GHz 2000 Symp., 5th Symp. on Giga- 
Hertz-Electronics, Proc, Goteborg, S. 13. 14. Marz 2000, 
Seiten 78-78 beschrieben. 

Der Nachteil dieser Vorgehensweise besteht darin, dass durch 
diese Implantation des p-Gebiets der Widerstand des LDD- 
Bereichs ansteigt, was durch eine entsprechend geeignete An- 
hebung der Dotierung des LDD-Bereichs sowie durch Einbringen 
einer zusatzlichen n-Dotierung in den LDD-Bereich im Bereich 
der p-Gebiets zu kompensieren ist. 

Im Stand der Technik wird ein tiefer LDD-Bereich verwendet, 
der zusatzlich weit unter die Gate-Struktur reicht. Der tiefe 
LDD-Bereich hat zur Folge, dass die zusatzlich eingebrachte 
Dotierung in dem p-Gebiet nur eine relativ geringe Gegendo- 
tierung zu der n-Dotierung des LDD-Bereichs darstellt, so 
dass der Widerstand des LDD-Bereichs im Bereich des p-Gebiets 
nur geringfugig ansteigt. Ferner wird uber dem p-Gebiet eine 
zusatzliche n-Dotierung eingebracht, so dass das p-Gebiet 
vollstandig in dem LDD-Bereich vergraben ist. 

Der Nachteil des tiefen LDD-Bereichs besteht darin, dass der- 
selbe weit unter die Gate-Struktur reicht, was zu einer, ins- 
besondere im HF-Bereich unerwunschten Erhohung der Gate- 
Drain-Kapazitat fuhrt. Jedoch ist dieser tiefe und damit un- 
ter die Gate-Struktur reichende LDD-Bereich unver zichtbar , urn 
die Abschirmung der Gate-Struktur bei gleichzei tiger Kompen- 
sation des Widerstandsanst iegs aufgrund des p-Gebiets sicher- 
zustellen. Losungsvorschlage fur eine Kompensation des Wider- 
standsanst iegs bei vergleichsweise flachen LDD-Bereichen, die 
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nicht unter die Gate-Struktur reichen und damit eine niedrige 
Gate-Drain-Kapazitat aufweisen sind im Stand der Technik 
nicht bekannt. 

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der vorliegenden 
Erfindung die Aufgabe zugrunde, eine verbesserte Halbleiter- 
struktur und ein Verfahren zur Herstellung derselben zu 
schaffen, wodurch eine Halbleiterstruktur erhalten wird, die 
verbesserte Eigenschaf ten, insbesondere im HF-Bereich, auf- 
weist . 

Diese Aufgabe wird durch eine Halbleiterstruktur nach An- 
spruch 1 sowie einem Verfahren nach Anspruch 7 gelost. 

Die vorliegende Erfindung schafft eine Halbleiterstruktur mit 
einem Substrat, einem Source-Bereich, der in dem Substrat ge- 
bildet ist, und einem Drain-Bereich, der ebenfalls in dem 
Substrat gebildet ist. Der Drain-Bereich hat eine Dotierung 
von einem ersten Leitf ahigkeitstyp und umfasst einen ersten 
Drain-Abschnitt mit einer ersten Dotierungskonzentration und 
einen zweiten Drain-Abschnitt mit einer zweiten Dotierungs- 
konzentration. Die erste Dotierungskonzentration ist hoher 
als die zweite Dotierungskonzentration. Ferner ist in dem 
zweiten Drain-Abschnitt ein erstes Gebiet gebildet, das eine 
Dotierung von einem zweiten Leitf ahigkeitstyp aufweist, der 
von dem ersten Leitf ahigkeitstyp unterschiedlich ist. Die 
Halbleiterstruktur umfasst ferner ein zweites Gebiet, das in 
dem Substrat unter dem zweiten Drain-Abschnitt gebildet ist 
und eine Dotierung von dem ersten Leitf ahigkeitstyp aufweist. 
Ferner ist zwischen dem Source-Bereich und dem zweiten Drain- 
Abschnitt ein Kanalbereich in dem Substrat festgelegt. 

Die vorliegende Erfindung schafft ferner ein Verfahren zur 
Herstellung einer Halbleiterstruktur, bei der zunachst eine 
Gate-Struktur auf einem Substrat erzeugt wird, ein Source- 
Bereich mit einer Dotierung von einem ersten Leitf ahigkeits- 
typ in dem Substrat erzeugt wird, und ein Drain-Bereich mit 
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einer Dotierung von dem ersten Leit f ahigkeitstyp in dem Sub- 
strat erzeugt wird. Der Drain-Bereich wird durch Erzeugen ei- 
nes ersten Drain-Abschnitts mit einer ersten Dot ierungskon- 
zentration und eines zweiten Drain-Abschnitts mit einer zwei- 
ten Dotierungskonzentration, die niedriger ist als die erste 
Dotierungskonzentration erzeugt, wobei der zweite Drain- 
Abschnitt zwischen dem ersten Drain-Abschnitt und der Gate- 
Struktur gebildet ist. Ferner wird ein erstes Gebiet in dem 
zweiten Drain-Abschnitt durch Einbringen einer Dotierung von 
einem zweiten Leit f ahigkeitstyp in den zweiten Drain- 
Abschnitt erzeugt, und ein zweites Gebiet wird unter dem 
Drain-Abschnitt in dem Substrat durch Einbringen einer Dotie- 
rung von dem ersten Leitf ahigkeitstyp erzeugt. 

Gemaft der vorliegenden Erfindung wird eine Halbleiterst ruktur 
geschaffen, bei der sich der LDD-Bereich im wesentlichen 
nicht unter die Gate-Struktur erstreckt, so dass eine hohe 
Gate-Drain-Kapazitat vermieden wird. 

Dies wird vorzugsweise dadurch erreicht, dass die Erzeugung 
des LDD-Bereichs, z.B. durch Implantation, erst nach der Ga- 
te-Strukturierung erfolgt. Anstelle der anfanglichen Struktu- 
rierung der Gate-Struktur kann auch eine entsprechende Mas- 
kierung vorgesehen sein, so dass eine Implantation in diesem 
Fall vor der Gate-Struktur ierung durchgefuhrt werden kann. 
Ferner kann auf andere, im Stand der Technik bekannte Malinah- 
men zuriickgegrif f en werden, um sicher zustellen, dass ein LDD- 
Bereich im wesentlichen nur an die Gate-Struktur angrenzt, 
nicht jedoch unter die Gate-Struktur reicht. 

Die Erzeugung des LDD-Bereichs, z.B. durch Implantation, nach 
der Gate-Strukturierung fuhrt zu einem flachen LDD-Bereich, 
so dass das zusatzliche p-Gebiet zur Verbesserung der Eigen- 
schaften des LDMOS-Transis tor s ebenfalls flach sein muss. 
Hierdurch steigt der Widerstand des LDD-Bereichs im Bereich 
des p-Gebiets stark an. Um diesen Anstieg zu kompensieren ist 
ein zusatzliches n-Gebiet erf orderlich, das vorzugsweise mit 
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der gleichen Maske wie das p-Gebiet erzeugt wird. Anders als 
im Stand der Technik wird das zusatzliche n-Gebiet unter dem 
LDD-Bereich in dem Substrat, z.B. durch Implantation, er- 
zeugt, so dass der LDD-Bereich in diesen Bereichen nach unten 
(in Richtung des Substrats) ausgeweitet ist. 

Gemaft einem Ausf uhrungsbeispiel bleibt das p-Gebiet derselben 
floatend, wird also mit keinem Potential verbunden. Gemaft ei- 
nem anderen Ausf uhrungsbeispiel wird das p-Gebiet mit einem 
Bezugspotential, z.B. Masse, verbunden, wodurch ein definier- 
ter Ladungstragerabbau erreicht wird. 

Der Vorteil der vorliegenden Erfindung besteht darin, dass im 
Bereich der Gate-Struktur ein flacher LDD-Bereich erzeugt 
wird, der zudem nicht unter die Gate-Struktur ausgedehnt ist, 
so dass auch die Gate-Drain-Kapazitat gering gehalten wird. 

Im Gegensatz zu dem im Stand der Technik bekannten Verfahren 
wird hier zusatzlich zu dem ursprunglichen LDD-Bereich ein 
zusatzliches n-Gebiet unter den ursprunglichen LDD-Bereich 
eingebracht, urn den Widerstandsanstieg des LDD-Bereichs im 
Bereich des p-Gebiets zu kompensieren . Anders als im Stand 
der Technik stellt die p-Dotierung des p-Gebiets in dem fla- 
chen LDD-Bereich eine nicht unerhebliche Gegendotierung dar, 
die durch die erf indungsgemafte Losung kompensiert wird. Im 
Gegensatz zum Stand der Technik wird das zusatzliche n-Gebiet 
unterhalb des p-Gebiets und unterhalb des LDD-Bereichs, also 
im Substrat, angeordnet. Hierdurch wird, im Vergleich zum 
Stand der Technik, ein vergleichsweise flacher LDD-Bereich 
ermoglicht . 

Bevorzugte Weiterbildungen der vorliegenden Anmeldung sind in 
den Unteranspruchen definiert. 

Anhand der beiliegenden Zeichnungen werden nachfolgend bevor- 
zugte Ausfiihrungsbeispiele der vorliegenden Anmeldung naher 
erlautert. Es zeigen: 
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Fig. 1 eine Darstellung eines LDMOS-Transistors mit einem 
doppeltimplantierten LDD-Bereich gemali der vorliegenden Er- 
f indung; 

Fig. 2 einen Graphen, der die Eingangskennlinie des LDMOS- 
Transistors aus Fig. 1 fur verschiedene Implantationen im 
LDD-Bereich wiedergibt; und 

Fig. 3 einen Graphen, der die Durchbruchkennlinie des LDMOS- 
Transistors aus Fig. 1 fur unterschiedliche Implantationen im 
LDD-Bereich wiedergibt. 

In Fig. 1 ist ein LDMOS-Transistor mit einer p/n- 
Doppelimplantation in dem LDD-Bereich gemali der vorliegenden 
Erf indung dargestellt. Der LDMOS-Transistor ist in einem Sub- 
strat 100 gebildet, welches beispielsweise ein p-Substrat 
ist. In Fig. 1 ist lediglich das Substrat 100 dargestellt, 
jedoch ist gemali der vorliegenden Erfindung unter dem Begriff 
„Substrat" auch eine Struktur zu verstehen, welche eine Sub- 
stratschicht und eine Epitaxieschicht auf der Substratschicht 
umf asst . 

Das Substrat 100 hat eine p-Dotierung von etwa 3 x 10 15 1/cm 3 . 
Auf einer Oberflache 102 des Substrats 100 ist eine Gate- 
Struktur 104 gebildet, die ein Gatepolysili zium 106 und ein 
Gateoxid 108 umfasst, das zwischen dem Gatepolysilizium 106 
und dem Substrat 100 angeordnet ist. In dem Substrat 100 ist 
ferner ein n + -Source-Bereich 110 und ein n + -Drain-Bereich 112 
gebildet. Unter dem Gateoxid 108 ist ein lateral diffundier- 
ter Kanalbereich 114 gebildet, der eine p-Dotierung im Be- 
reich von etwa 2 x 10 17 1/cm 3 aufweist. Der Source-Bereich 110 
und der Drain-Bereich haben jeweils n-Dotierung von etwa 2 x 
10 20 1/cm 3 . 

Zwischen der Gate-Struktur 104 und dem Drain-Bereich 112 ist 
ein LDD-Bereich 116, z.B. durch Implantation, gebildet, der 
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eine Dotierungskonzentration aufweist, die niedriger ist als 
die Dotierungskonzentration des Drain-Bereichs. Bei dem dar- 
gestellten Ausf uhrungsbeispiel liegt die Dotierungskonzentra- 
tion des LDD-Bereichs bei etwa 10 17 1/cm 3 . 

Zur Verbesserung des Verhaltens des LDMOS-Transistors ist in 
dem LDD-Bereich 116 ein p-Gebiet 118 gebildet, z.B. durch Im- 
plantation, mit einer p-Dotierungdosis von etwa 1 x 10 12 
1/cm 2 . 

Urn einen Widerstandsanstieg aufgrund des eingebrachten, fla- 
chen p-Gebiets 118 in dem LDD-Bereich 116 des LDMOS- 
Transistors zu verhindern, ist ein weiteres n-Gebiet 120 vor- 
gesehen, das unter dem p-Gebiet 118 und unter dem LDD-Bereich 
116 liegt, also in dem Substrat. Die Dotierung des weiteren 
n-Gebiets 120 erfolgt vorzugsweise mit einer Dosis von etwa 2 
x 10 12 1/cm 2 . 

Mit 122 ist in Fig. 1 der Bereich der Doppelimplantat ion in 
dem LDMOS-Transistor verdeutlicht . 

Bei dem in Fig. 1 dargestellten Ausf uhrungsbeispiel erfolgte 
die Implantation des LDD-Bereichs 116 vor der Abscheidung des 
Polymaterials der Gate-Struktur 106. Der LDD-Bereich 116 wird 
durch Implantation von Arsen (As) bei 80 keV mit einer Dosis 
von etwa 1,3 x 10 12 1/cm 2 erzeugt. Das p-Gebiet 118 wird durch 
Implantation von Bor (B) bei 18keV mit einer Dosis von etwa 1 
x 10 12 1/cm 2 erzeugt. Beide Implantationen erfolgen unter ei- 
nem Winkel von 0° bezuglich der Normalen auf der Substrat- 
oberflache 102. 

Das weitere n-Gebiet 120 wird durch eine Implantation von 
Phosphor (P) bei 300 keV mit einer Dosis von etwa 2 x 10 12 
1/cm 2 erzeugt. Die Implantation erfolgte unter einem Winkel 
von. 7° bezuglich der Normalen auf der Substratoberf lache 102 
und das Substrat ( Waf erscheibe ) wurde wahrend der Implantati- 
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on viermal gedreht („quad mode"), urn so eine gleichmaBige Er 
zeugung der Implantation des n-Gebiets 120 sicherzustellen . 

Bei der Herstellung wird die Implantation des n-Gebiets 120 
unter Verwendung der gleichen Maske durchgef iihrt , die fur di 
Implantation des p-Gebiets verwendet wurde . Diese f iihrt zu 
dem definiertem Bereich 122 der in Fig. 1 gezeigt ist. 

Bei einem alternativen Ausf uhrungsbeispiel kann der LDD- 
Bereich 116 durch eine Implantation von Phosphor (P) bei 100 
keV mit einer Dosis von etwa 1,2 x 10 12 1/cm 2 erzeugt werden. 

Obwohl in Fig. 1 das p-Gebiet 118 an der Oberflache 102 des 
Substrats freiliegend gezeigt ist, kann das p-Gebiets auch 
vollstandig in den LDD-Bereich 116 eingebettet sein. 

Gemafi einem Ausf uhrungsbeispiel der vorliegenden Erfindung 
ist das p-Gebiet 118 mit keinem Bezugspotent ial verbunden, 
ist also „floatend". Bei einem anderen Ausf uhrungsbeispiel 
kann das p-Gebiet 118 mit einem Bezugspotential , z.B. mit 
Masse, verbunden sein, wodurch ein definierter Ladungsabbau 
erreichbar ist . 

Anhand der Fig. 2 ist die Verbesserung der Eingangskennlinie 
durch die erf indungsgemafte Doppelimplantation in dem flachen 
LDD-Bereich 116 dargestellt. In Fig. 2 ist iiber der Gate- 
Spannung der Drain-Strom aufgetragen, wobei vier Kurven 1 bi; 
4 gezeigt sind. Die in Fig. 2 gezeigten Kurven wurden fur ei- 
ne Drain-Spannung von 26 Volt ermittelt und zeigen die Abhan- 
gigkeit des Drain-Stroms von der anliegenden Gate-Spannung . 

Die Kurve 1 zeigt den Verlauf der Eingangskennlinie nachdem 
nur der LDD-Bereich 116 implantiert wurde. 

Die Kurve 2 zeigt im Verlauf der Eingangskennlinie nach das 
zusatzlichen p-Gebiet 118 in den LDD-Bereich 116 implantiert 
wurde. Wie zu erkennen ist, wird hierdurch die Kennlinie ab- 



gesenkt, da sich aufgrund des p-Gebiets 118 der Widerstand im 
LDD-Be reich 116 erhoht, und so der Drain— Strom verglichen mit 
dem LDD-Bereich ohne zusatzliches p-Gebiet 118 (Kurve 1) ent- 
sprechend abnimmt. 

Die Kurve 3 zeigt eine Simulation, bei der zusatzlich zu dem 
LDD-Bereich 116 nur das weitere n-Gebiet 120 unter den LDD- 
Bereich eingebracht wurde . 

Die Kurve 4 gibt den Verlauf der Eingangskennlinie wieder, 
wie sie fur einen LDMOS-Transistor gemaft Fig. 1 erhalten 
wird, bei dem in dem LDD-Bereich 116 das p-Gebiet 118 implan- 
tiert ist und das n-Gebiet 120 unter den LDD-Bereich 116 ein- 
gebracht ist. Wie zu erkennen ist, kann hier trotz des zu- 
satzlichen p-Gebiets 118 in dem LDD-Bereich 116, was grund- 
satzlich zu einer Erhohung des Widerstands fuhrt (siehe Kurve 
2) durch das weitere n-Gebiet erreicht werden, dass der uner- 
wunschte Widerstandsanst ieg vermieden wird. Es wird sogar ei- 
ne Verbesserung der Eingangskennlinie (Kurve 4) verglichen 
mit dem LDD-Bereich ohne zusatzliche n-Implantat ion (Kurve 1) 
erreicht . 

Somit ist f estzuhalten, dass durch die erf indungsgemafte Vor- 
gehensweise, welche das zusatzliche n-Gebiet 120 unter dem 
LDD-Bereich lehrt, der Widerstandsanstieg aufgrund des p- 
Gebiets 118 vermieden werden kann, wodurch der vorteilhafte 
Effekt des p-Gebiets 118 im LDD-Bereich 116, namlich die Ab- 
schirmung der Gate-Struktur ohne nachteilhaf te Einschrankung 
der Eigenschaf ten des HF-Transistors erreicht werden kann. 

Anhand der Fig. 3 ist eine graphische Darstellung der Durch- 
bruchkennlinie gezeigt, wobei in Fig. 3 uber der Drain- 
Spannung der Drain-Strom aufgetragen ist. 

Ebenso wie in Fig. 2 bezeichnet die Kurve 1 den Verlauf der 
Durchbruchkennlinie bei einem LDMOS-Transistor, der lediglich 
den LDD-Bereich 116 aufweist. 
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Die Kurve 2 zeigt den Verlauf der Durchbruchkennlinie eines 
LDMOS-Transistors mit LDD-Bereich 116 in dem zusatzlich das 
p-Gebiet 118 implantiert wurde. 

Die Kurve 3 zeigt zu Vergleichszwecken den Verlauf der Durch- 
bruchkennlinie fur einen LDD-Bereich 116 unter dem das weite- 
re n-Gebiet 120 eingebracht wurde. 

Die Kurve 4 zeigt den Verlauf der Durchbruchkennlinie eines 
LDMOS-Transistors, bei dem in dem LDD-Bereich 116 das p- 
Gebiet 118 und unter dem LDD-Bereich 116 das weiter n-Gebiet 
120 eingebracht wurden. 

Wie aus einem Vergleich der Kurven 1 und 2 zu erkennen ist, 
wird durch die Einbringung des p-Gebiets 118 in den LDD- 
Bereich 116 die Durchbruchspannung deutlich herabgeset zt , von 
etwa 76 Volt auf etwa 67 Volt. Diese Abnahme der Durchbruch- 
spannung kann durch das zusatzliche n-Gebiet 120 unterhalb 
des LDD-Bereichs 116 kompensiert und sogar noch verbessert 
werden, wie durch die Kurve 4 verdeutlicht wird, bei der sich 
die Durchbruchspannung auf etwa 7 9 Volt steigern lasst. 

Hinsichtlich der Figuren 2 und 3 ist anzumerken, dass bei 
diesen von einem LDMOS-Transistor gemafr Fig. 1 ausgegangen 
wurde, bei dem der LDD-Bereich 116 durch eine Implantation 
von Arsen (As) bei etwa 80 keV mit einer Dosis von 1,3 x 10 12 
1/cm 2 erzeugt wurde, wobei die Implantation vor der Abschei- 
dung des Gatepolysiliziums 116 erfolgt. Das p-Gebiet 118 wur- 
de durch eine Implantation von Bor (B) bei etwa 18 keV mit 
einer Dosis von etwa 10 12 1/cm 2 erzeugt. Das weitere n-Gebiet 
wurde durch eine Implantation von Phosphor (P) bei etwa 300 
keV mit einer Dosis von etwa 2 x 10 12 1/cm 2 erzeugt. Die Im- 
plantation erfolgt in einem Winkel von etwa 7° bezuglich der 
Normalen der auf der Oberflache 102, wobei die Scheibe vier- 
fach gedreht wurde, entsprechend des sogenannten „quad mode". 
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Obwohl die obige Beschreibung des bevorzugten Ausf lihrungsbei 
spiels der vorliegenden Erfindung anhand eines LDMOS- 
Transistors mit LDD-Bereich erfolgte, wird darauf hingewie- 
sen, dass das erf indungsgemafte Verfahren auch fur MOS- 
Transistoren Anwendung findet, welche einen LDD-Bereich auf- 
weisen . 

Die vorliegende Erfindung ist nicht auf die oben beschriebe- 
nen Materialien beschrankt . Anstelle eines p-Substrats 100, 
eines p-Gebiets 118, eines n-Source-Bereichs 110, eines n- 
Drain-Bereichs 112, eines n-LDD-Bereichs 116 und eines weite 
ren n-Gebiets 120, konnen selbstverstandlich auch die komple 
mentaren Materialien verwendet werden, also ein n-Substrats 
100, ein n-Gebiets 118, eines p-Source-Bereichs 110, eines p 
Drain-Bereichs 112, eines p-LDD-Bereichs 116 und eines weite 
ren p-Gebiets 120. 

Ferner ist die Erfindung nicht auf die Implantation der ge- 
nannten Materialien zur Erzeugung der jeweiligen Bereiche in 
dem Substrat beschrankt. Andere bekannte Techniken konnen e- 
benso verwendet werden. 
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Patentanspruche 

1. Halbleiterstruktur , mit 

5 einem Substrat (100); 

einem Source-Bereich (110), der in dem Substrat (100) gebil- 
det ist; 

10 einem Drain-Bereich, der in dem Substrat (100) gebildet ist 
und eine Dotierung von einem ersten Leitf ahigkeitstyp auf- 
weist, wobei der Drain-Bereich einen ersten Drain-Abschnitt 
(112) mit einer ersten Dotierungskonzentrat ion und einen 
zweiten Drain-Abschnitt (116) mit einer zweiten Dotierungs- 
15 konzentration aufweist, wobei die erste Dotierungskonzentra- 
tion hoher ist als die zweite Dotierungskonzentration, wobei 
in dem zweiten Drain-Abschnitt (116) ein erstes Gebiet (118) 
gebildet ist, das eine Dotierung von einem zweiten Leitfahig- 
keitstyp aufweist, der unterschiedlich zu dem ersten Leitfa- 
20 higkeitstyp ist; 

einem zweiten Gebiet (120), das in dem Substrat (100) unter 
dem zweiten Drain-Abschnitt (118) gebildet ist und eine Do- 
tierung von dem ersten Leitf ahigkeitstyp aufweist; und 
^25 

einem Kanalbereich (114) in dem Substrat (100) zwischen dem 
Source-Bereich (110) und dem zweiten Drain-Abschnitt (116). 

2. Halbleiterstruktur nach Anspruch 1, bei der das zweite Ge- 
30 biet (120) in dem Substrat (100) derart gebildet ist, dass 

dasselbe dem ersten Gebiet (118) in dem zweiten Drain- 
Abschnitt (116) im wesentlichen gegenuberliegt . 

3. Halbleiterstruktur nach Anspruch 1 oder 2, bei der die Do- 
35 tierungskonzentration des zweiten Gebiets (120) hoher ist als 

die Dotierungskonzentration des zweiten Drain-Abschnitt s 
(116) . 
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4. Halbleiterstruktur nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei 
der das erste Gebiet (118) in dem zweiten Drain-Abschnitt 
(116) eingebettet ist. 

5. Halbleiterstruktur nach einem der Anspruche 1 bis 3, bei 
der das erste Gebiet (118) in dem zweiten Drain-Abschnitt 
(116) derart gebildet ist, dass das erste Gebiet (118) an ei- 
ner Oberflache (102) des Substrats (100) freiliegt. 

6. Halbleiterstruktur nach einem der Anspruche 1 bis 5, bei 
der das erste Gebiet (118) floatend ist oder mit einem Be- 
zugspotential verbunden ist. 

15 7. Verfahren zur Herstellung einer Halbleiterstruktur, mit 
f olgenden Schritten : 

(a) Erzeugen einer Gate-Struktur (104) auf einem Substrat 
(100) ; 

20 

(b) Erzeugen eines Source-Bereichs (110) mit einer Dotierung 
von einem ersten Leit f ahigkeitstyp in dem Substrat (110) ; 

(c) Erzeugen eines Drain-Bereichs mit einer Dotierung von dem 
^25 ersten Leit f ahigkeitstyp in dem Substrat (100) durch Erzeugen 

eines ersten Drain-Abschnitts (112) mit einer ersten Dotie- 
rungskonzentration und eines zweiten Drain-Abschnitts (116) 
mit einer zweiten Dotierungskonzentration, die niedriger ist 
als die erste Dotierungskonzentration, wobei der zweite 
30 Drain-Abschnitt zwischen dem ersten Drain-Abschnitt (116) und 
der Gate-Struktur (104) angeordnet ist; 

(d) Erzeugen eines ersten Gebiets (118) in dem zweiten Drain- 
Abschnitt (116) durch Einbringen einer Dotierung von einem 

35 zweiten Leit f ahigkeitstyp in den zweiten Drain-Abschnitt 
(116) ; 
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(e) Erzeugen eines zweiten Gebiets (120) unter dem zweiten 
Drain-Abschnitt (116) in dem Substrat (100) durch Einbringen 
einer Dotierung von dem ersten Leitf ahigkeitstyp . 

8. Verfahren nach Anspruch 7, bei dem die Schritte (d) und 
(e) unter Verwendung der gleichen Maske erfolgen. 
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Zusammenf as sung 

Halbleiterstruktur mit kompensiertem Widerstand im LDD- 
Bereich und Verfahren zu deren Herstellung 

5 

Eine Halbleiterstruktur umfasst ein Substrat (100), einen 
Source-Bereich (110), der in dem Substrat (100) gebildet ist, 
und einen Drain-Bereich, der in dem Substrat (100) gebildet 
ist und eine Dotierung von einem ersten Leit f ahigkeitstyp 
10 aufweist . Der Drain-Bereich umfasst einen ersten Drain- 

Abschnitt (112) mit einer ersten Dotierungskonzent rat ion und 
einen zweiten Drain-Abschnitt (116) mit einer zweiten Dotie- 
rungskonzentration, wobei die erste Dotierungskonzentration 
hoher ist als die zweite Dotierungskonzentration. In dem 
15 zweiten Drain-Abschnitt (116) ist ein erstes Gebiet (118) ge- 
bildet, das eine Dotierung von einem zweiten Leit f ahigkeits- 
typ aufweist, der unterschiedlich zu dem ersten Leitfahig- 
keitstyp ist. Ferner ist ein zweites Gebiet (120) in dem Sub- 
strat (100) unter dem zweiten Drain-Abschnitt (116) gebildet, 
20 das eine Dotierung von dem ersten Leitf ahigkeitstyp aufweist. 
Ein Kanalbereich ist in dem Substrat zwischen dem Source- 
Bereich (110) und dem zweiten Drain-Abschnitt (116) vorgese- 
hen . 

.25 Fig. 1 
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Bezugszeichenliste 



100 


Subst rat 


102 


Oberflache des Substrats 100 


104 


Gate— Struktur 


106 


Gatepolysilizium 


108 


Gate ox id 


110 


n + -Source-Bereich 


112 


n + -Drain-Bereich 


114 


Kanal 


116 


LDD-Bereich 


118 


p-Gebiet 


120 


n-Gebiet 


122 


Bereich der Doppelimplantation 
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Gatespannung / V 



(D 26V_ 2e+12_ 30dcV_ 7gra4_P in di_ 0_ lGkV_ 0_ 0 
<§> 26V_ 2e+12_ 30dcV_ 7grad_P in di_ le+12_ lHcV_ 0_ 0 
(X) 26V_ 0_ 150cV_ 7gr ad_P in ch_ le+12_ 13cV_ 0_ 0 
(3) 26V_ 0_ 150kV_ 7gr ad_P in di_ 0_ 18kV_ 0_ 0 



i 




# 



© Ub <L 2e+12_ 30GkV_ 7gr a4_P in di_ 0_ 13cV_ 0_ 0 

<§) Ub d_ 2e+12_ 30OcV_ 7gr ad_P in dh_ le+12_ 18kV_ 0_ 0 

Q> Ub <_0_ 150cY_ 7grai_P in ch_ le*12_ 18kV_ 0_ 0 

0) Ubd_0_15OcV_7grad_Pinch_0.iacV.Q_0 
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